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論文題目

論文要 "'" 同

レーザーアニ]ノレによる竣合形成と高性能パワーSiMOS FBTs 11:関する研究

論文要旨

パワーMOSFBT (Mctal-Oxide-SemicOllductor Field-Bf偽ctTransistor)は、高速動作、低駆

動憶力、低損失、広い安全部J作領城などの電気特性を有し、現夜では最も普及したパワ

ーデパ:.(スの一種になっている。

近年タブレット PCやスマートフォンモパイノレの急速な静及によって、パッテ1)-、ワ

イヤレスチャージおよび CPU電源などで使われる低矯圧パワ-MOSFBTの需要がます

ます高まってきているが， !邑電圧(パワーデパイスの設計耐圧が 40V以下)パワーMOS

FsTの性能(適宜損失)に対する要)Jとがも今まで以上に)!tめられているパヲ-MOSFBT

性能向上にはのため、!IiIJ1字紙抗の低減がコア伎術となる。パワーMQSFETが動作する際

のチャネノレの全紙抗I主、チャネル抵抗、 ドPフト抵抗および篭極関のロンタクト抵抗に

よって構成される。特に、チャネノレ抵抗成分は、総抵抗の!f.分以上を占めるため、これ

をいかに低減するかが鍵である。 Zをも有効な方法i立チャネル長の短縮であり、 P-sascの

拡散層の広がり栃を抑える必要があるロ従来の崇子製造プロセスでは電気炉を用いた熱

拡散処理が行われており、 P-Baseの不純物拡散距離を十分に短縮することが極めて難し

い.不純物拡散をftiJ御して、{盃浅接合を得るためには高温短時間アエ}ノレプロセスが必

須である。

本研究では、浅い接合を形成するための高温短時間アニーノレ技術(本研究では、波長

の異なるグリ}ンレ}ザ}とエキシマレーザーを用いることにした}の可飽性と有効倒・

について実験的11:検討する占また新たなレーザ}ア=ー技術によるシリコン中の接合不

純物拡散と活性化の実験と解析評仰を行う。エキシマレ}ザ}アニ}ノレでは、浅い接合

の形成に有利であり、また、!照射エネルギー密度を制御することで、最終的lと0.3ドm程

度の高不純物活性化層が得られる。一方、グリ}ンレーザーを周いた場合、エキシマレ

ーザーアニ]ルと比べ、より深い談合 (0.411In)が得られる。いずれのレ}ザ}アニール

処理においても、接合層における不純物分布が均一である。これらの結果を基づき、レ

。ーザーアニーノレによる接合の形成のメカニズムを考察するロ最後、新レーザーアニール

技術を用いた次世代に向けた次世代高性能パヲーMOSFET..泰子の基本プロセスを提案

し、検寵する。'
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